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Abstract: 

DE 4238801 A 

The memory layout has a number of active zones (8-7, 8-10) for each memory cell 
formed in a common substrate using the same diffusion process for providing diffusion 
zones of 2 adjacent cells, separated by a channel zone. Evenly spaced word lines (8- 
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16) extend at an angle to the channel zones, perpendicular to evenly spaced bit lines 
(8-3). 

Capacitors extend longitudinally between the adjacent bit lines (8-3) and sidewards 
between 2 adjacent word lines (8-16). An insulation layer has contact holes (8-2) for 
connecting the first diffusion zones to the capacitors and contact holes (8-4) for 
connecting the second diffusion zones to the bit lines (8-3). 
ADVANTAGE - High memory capacity with reduced surface area. 
Dwg.2/10 
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Oynamischer Ram mit verbessertem Layout und Verfahren zum Anordnen der Speicherzelten eines 
dynamischen Ram 

Es wird etn DRAM mit verbessertem Layout angegeben. 
der gro&e Speicherkapazitat bei kleiner Speicherzellenfiache 
aufweisen kann und bei dem das Auftreten von Kurzschlus- 
sen durch ein Vergro&ern der Herstelltoleranz verhindert 
werden kann. Au&erdem wird ein Verfahren zum Anordnen 
von Speicherzelien in einem DRAM angegeben. 
Jedcr aktlve Bereich weist einen ersten Fremdstoffdiffu- 
sionsbereich (8-6, 8-11), einen zweiten Fremdstoffdiffusions- 
bereich (8-8), der zwei benachbarten Speicherzelien (8-9, 
8-18) gemeinsam ist, und einen kanalbiidenden Bereich (8-7, 
8-10) auf. der zwischen den ersten und zweiten Diffusions- 
bereichen angeordnet ist. Erste Diffusionsberetche benach- 
barter akttver Bereiche sind unter vorgegebenen Winkein an 
Posltionen angeordnet. die symmetrisch in bezug auf den 
gemeinsamen zweiten Diffusionsbereich liegen. Jede von 
gleichformig beabstandeten Bitleltungen (8-3) weist einen 
Vorsprung (8-12) vorgegebener Breite und Lange auf, der 
sich von einer Ihrer Kanten in einer Richtung erstreckt, in der 
sich Woaleitungen (8-16) erstrecken. Am Vorsprung ist etn 
zweiter Diffusionsbereich ausgebildet. Gleichformig beab- 
standete V^ortleitungen uberkreuzen Bitleitungen. Jeder 
Kondensator Ist zwischen zwei benachbarten Bitleitungen 
und zwischen zwei benachbarten Wortleitungen angeordnet. 
Jeweils ein erstes Kontaktloch (8-2) ist in der Mitte jedes 
Kondensators angeordnet. Jede Bitteitung weist einen abge- 
bogenen Abschnitt auf. um zu verhindern. daQ ein.Kurz- 
schluB auftritt, der ... 
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Beschreibung 



Die Erfindung betriffi einen dynamischen RAM, spe- 
zLeller einen dynamischen RAM (DRAM) mit verbes- 
sertem Layout, mit dem wesentliche Elemente wir> 5 
kungsvoll innerhalb einer begrenzten Flache angeord- 
net werden konnen, geeignet fur eine DRAM-Vorrich- 
tung der GroBenordnung Megabit oder groSer. Sie be- 
trifft ferner ein Verfahren zum Anordnen von Speicher- 
zellen bei einem solchen DRAM. 10 

Wie es wohlbekannt ist, hat sich der Integrationsgrad 
von DRAMs nach jeweils drei Jahren vervierfacht, und 
es scheint so. daB sich diese Tendenz fortsetzi. Obwohl 
sich die Kapazitat vervierfacht, zeigt die VergroBerung 
der Chipflache dank hocheniwickelter ProzeBtechnolo- 15 
gie nur etwa eine Verdoppelung. 

Jedoch kann die Kapazitat eines als Ort zum Spei- 
chern von Information (Millionen von Elektronen) in 
einer Zelle wirkenden Kondensators wegen der an- 
schlieBenden Signalerzeugung nicht verringert werden. 20 
Die meisten der derzeiiigen handelsublichen Erzeugnis- 
se sollen so ausgebildet sein, daB sie einen Wert von 
etwa 20 Femtofarad oder groBer pro Zelie aufweisen. 
Um die Flache pro Zelle zu verringern und dennoch die 
Kapazitat des Kondensators beizubehalten, verwenden 25 
die meisten herkommlichen DRAMs mit einem Integra- 
tionsgrad von 4 Megabit oder mehr dreidimensionale 
Kondensatoren. 

Ein herkommliches Verfahren zum Herstellen eines 
CMOS-DRAM mil 4 oder 16 Megabit unter Verwen- 30 
dung Stapelkondensatoren wird nun in Zusammenhang 
mit Fig. 5 beschrieben. 

Bei diesem Verfahren wird in einem Siliziumsubstrat 
1-t zunachst eine Wanne mit vorgegebenem Leitungs- 
typ ausgebildet (bei CMOS eine p-Wanne und eine 35 
n-Wanne). Nachfolgend werden aktive Bereiche 1-3 und , 
Feldbereiche 1-4 im Siliziumsubstrat 1-1 unter Verwen- 
dung eines verbesserten LOCOS (Local Oxidation of 
Silicon = ortliche Oxidation von Silizium)-Verfahrens 
ausgebildet. Uber den aktiven Bereichen 1-3 auf der 40 
gesamten Oberflache des Siliziumsubstrats 1-1 wird ein 
Gateoxidfilm 1-5 so ausgebildet, daB er gleichfdrmige 
Dicke aufweist. AnschlieBend wird eine fur Wortleitun- 
gen 1-6 dienende Polysiliziumschicht auf dem Gateoxid- 
film t-5 unter Verwendung des wohlbekannten LPCVD 45 
(Low Pressure Chemical Vapor Deposition = CVD mit 
niedrigem Druck) -Verfahrens und des wohlbekannten 
anisotropen Trockenatzverfahrens hergestellt. Auf der 
gesamten Oberflache des Siliziumsubstrats 1-1 wird ein 
Siliziumoxidfilm 1-7 (oder ein Nitridfilm oder ein ande- 50 
rer isolierter Film) dann unter Verwendung eines CVD 
(Chemical Vapor Deposition = chemische Abscheidung 
aus der Dampfphase)-Verfahrens ausgebildet. 

Erste Kontaktlocher werden im isolierenden Film 1-7 
uber ersten Fremdstoffdiffusionsbereichen 1-8 ausgebil- 55 
det. die in den aktiven Bereichen 1-3 von Schalttransi- 
storen angeordnei sind, die jeweils in jeder Speicherzel- 
le vorhahden sind und die elektrisch mit Stapelkonden- 
satoren verbunden werden. Nachfolgend wird als Spei- 
cherelektrode 1-9. die eine von zwei Elektroden jedes so 
Stapelkondensaiors ist und mit jedem zugehbrigen 
Fremdsioffdiffusionsbereich 1-8 verbunden wird, eine 
Polysiliziumelektrode unter Verwendung des wohlbe- 
kannten LPCVD-Verfahrens und des anisotropen Trok- 
kenatzungsverfahrens ausgebildet. Als isolierender Film 55 
fur Stapelkondensatoren wird ein Oxidfilm 1-10 (Nitrid- 
film, Oxinitridfilm oder Mischfilm derselben) ausgebil- 
det. Als plattenformige Elekirode 1-11, die die andere 



Elektrode jedes Siapelkondensators bildet. wird dann 
eine Polysiliziumelektrode unter Verwendung des wohl- 
bekannten LPCVD-Verfahrens und des anisotropen 
Trockenatzverfahrens ausgebildet. Ein anderer Oxid- 
film (oder Nitridfilm oder Mischfilm derselben) wird 
ebenfalls als isolierender Film 1-12 unter Verwendung 
des CVD-Verfahrens hergestellt. Der isolierende Film 
1-12 wirkt dahingehend. die Stapelkondensatoren elek- 
trisch von Bitleitungen oder anderen darauf ausgebilde- 
ten Metallverdrahtungen zu isolieren. 

Zweite Kontaktlocher werden auf dem isolierenden 
Film 1-12 oberhalb der zweiten Fremdstoffdiffusionsbe- 
reiche 1-13 ausgebildet, die in aktiven Bereichen 1-3 von 
Schaittransistoren angeordnet sind, die jeweils in jeder 
Speicherzelle vorhanden sind, und sie werden elektrisch 
mit Bitleitungen verbunden. Als Kontaktfleckleiter- 
schicht 1-14 fiir Bitleitungen wird eine andere Polysilizi- 
um (oder Polyzid)-Schicht auf den zweiten Kontaktlo- 
chern ausgebildet. Diese Kontaktfleckenschicht sollie 
ausgebildet sein, bevor der isolierende Film 1-12 abge- 
schieden wird. Nachfolgend wird ein Polyzid- oder Me- 
tallfiim fur Bitleitungen 1-15 unter Verwendung des 
LPCVD-Verfahrens und des anisotropen Trockenatz- 
verfahrens ausgebildet. Obwohl nicht dargestellt, wer- 
den im Fall des Hinzufiigens von Metallverdrahtungen 
zur oben beschriebenen Struktur zusatzliche Oxidfilme 
(oder Nitridfilme oder Mischfilme derselben) unter Ver- 
wendung des CVD-Verfahrens hergestellt, um die Me- 
tallverdrahtungen gegeniiber der darunterliegenden 
Struktur zu isolieren. In diesem Fall werden ebenfalls 
zusatzliche Kontaktlocher zum selektiven AnschlieBen 
von Bitleitungen. Wortleitungen, einer Kernschaltung 
oder peripheren Schaltungen unter Verwendung des 
anisotropen Trockenatzverfahrens hergestellt. 

Nachfolgend wird eine Metallverdrahtung zum wahl- 
weisen Verbinden der Speicherkondensatoren mit der 
Kernschaltung oder den peripheren Schaltungen unter 
Verwendung einer durch Sputtern oder ein CVD-Ver- 
fahren erhaltenen Beschichtung und durch anschlieBen- 
des Trockenatzen ausgebildet. Dabei wird im Fall des 
Verwendens einer doppelten Metallverdrahtung ein an- 
schlieBender ProzeB ausgefuhrt, wie er zum Ausbilden 
einer doppelten Metallverdrahtung erforderlich ist. Da- 
durch werden alle Prozesse abgeschlossen. Mehrere an- 
dere Prozesse, wie Lithographic, Reinigen und andere 
Hilfsprozesse zum Verbessern der Genauigkeit und 
Einfachheit beim Ausfuhren von Grundprozessen wer- 
den zusatzlich wahrend des Ausfiihrens der Grundpro- 
zesse ausgefuhrt. 

Da sich der Trend zum weiteren Verringern der ge- 
samten Chipflache bei den Bemiihungen zum Verbes- 
sern der Produktivitat und der Kostenverringerung 
fortsetzt, konnte die Flache pro Zelle im Fall von 
16-Megabii-DRAMs oder 64-Megabit-DRAMs weiter 
verringert werden. Dabei ist es unter Verwendung des 
oben beschriebenen Verfahrens unmoglich, eine ausrei- 
chend groQe Kapazitat eines Stapelkondensators zu er- 
halten. Selbstverstandlich kann die Kapazitat durch 
VergroBern des Oberflachenbereichs des Kondensators 
erhaht werden, was durch VergroBern der Hohe des 
dreidimensionalen Kondensators erzielt wird. Jedoch 
findet dieses Verfahren wegen ProzeBschwierigkeiten 
eineGrenze. 

DemgemaB ist es erforderlich, ein Verfahren zum 
Herstellen eines Stapelkondensators anzugeben, das da- 
zu in der Lage ist, die Oberflache eines Kondensators zu 
erhohen, ohne daB die Hohe vergroBert wird. 

Fig. 6 ist ein Layoutdiagramm fiir einen DRAM, wie 
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er durch ein Verfahren zum Erhohen der Kapazitat ei- 
nes Stapelkondensaiors erhalten wird. Dieses Layout ist 
im US-Patent 49 70 564 beschrieben. 

Das Verfahren wird nun in Zusammenhang mit den 
Fig. 7 A bis 71 erlautert. 5 

GemaQ diesem Verfahren wird eine Wanne 3-2 mit 
vorgegebenem Leitungstyp (in CMOS, ein p-Wanne 
und eine n-Wanne) zunachst in einem Siliziumsubstrat 
3-t ausgebildet, wie in Fig. 7A dargestellt. Aktive Berei- 
che 3-3 und Feldbereiche 3-4 werden dann im Silizium- lo 
substrat 3-1 unter Verwendung eines verbesserten LO- 
COS-Verfahrens hergestellt. Danach wird ein Gaieoxid- 
film 3-5 auf den aktiven Bereichen ausgebildet. Wie in 
Fig. 7B dargestellt werden dann eine fur Wortleitungen 
3-6 dienende Polysiliziumschicht und ein isolierender is 
Film 3-7 zum Isolieren benachbarter Schichten gegen- 
einander auf dem Gateoxidfilm 3-5 unter Verwendung 
des wohlbekannten LPCVD-Verfahrens und des wohl- 
bekannten anisotropen Trockenatzungsverfahrens aus- 
gebildet. Ober der gesamten Oberflache des Silizium- 20 
substrats 3-1 wird ein Siliziumoxidfilm (oder ein Nitrid- 
film Oder ein anderer isolierender Film) unter Verwen- 
dung des CVD-Verfahrens ausgebildet, der als isolieren- 
der Film 3-8dient. 

Zweite Kontaktlocher werden auf dem isolierenden 25 
Film 3-8 oberhalb der zweiten Fremdstoffdiffusionsbe- 
reiche 3-9 ausgebildet, die in aktiven Bereichen von 
Schalttransistoren angeordnet sind, die jeweils in jeder 
Speicherzelle vorhanden sind. und sie werden elektrisch 
mit Bitleitungen verbunden, wie in Fig. 7C dargestellt. 30 
Nachfolgend werden eine Polysilizium (Polyzid) -Ver- 
. drahtung zum Herstellen von Bitleitungen 3-10 und dar- 
auf liegender isolierender Film 3-11 unter Verwendung 
des LPCVD-Verfahrens und des Trockenatzverfahrens 
hergestellt. wie in Fig. 7B dargestellt. Die Bitleitungen 35 
3-10 werden durch eine Schicht isolien, die anschlieBend 
auf ihnen unter Verwendung eines herkqmmlichen Ver- 
fahrens zum Ausbilden eines Seitenwandoxidfilms 3-12 
ausgebildet wird, wie in Fig. 7E dargestellt. Nachfol- 
gend wird ein anderer isolierender Film 3-13 ausgebil- 40 
det. 

Auf dem isolierenden Film 3-13 werden erste Kon- 
taktlocher 3-19 oberhalb ersten Fremdstoffdiffusionsbe- 
reichen 3-14 ausgebildet. die in aktiven Bereichen 3-3 
von Schalttransistoren angeordnet sind, die jeweils in 45 
jeder Speicherzelle vorhanden sind, wie in Fig. 7F dar- 
gestellt. Nachfolgend wird als Speicherelekirode 3-15. 
die eine von zwei Elektroden jedes Stapelkondensaiors 
3-21 ist und mil dem jeweils ersten Fremdstoffdiffu- 
sionsbereich 3-14 verbunden ist, eine Polysiliziumelek- 50 
trode unter Verwendung des LPCVD-Verfahrens und 
des Trockenatzungsverfahrens ausgebildet. wie in 
Fig. 7G dargestellt- Als isolierender Film 3-16 fur Sta- 
pelkondensatoren 3-21 wird ein Oxidfilm (oder Nitrid- 
film Oder Mischfilm derselben) ausgebildet. Als platten- 55 
formige Elektrode 3-17 jedes Stapelkondensaiors 3-21 
wird dann eine Polysiliziumelektrode unter Verwen- 
dung des LPCVD-Verfahrens und des Trockenatzver- 
fahrens ausgebildet. wie in Fig. 7H dargestellt. Wie in 
Fig. 71 gezeigi, wird auch ein anderer Oxidfilm 3-18 eo 
(oder Nitridfilm oder Mischfilm derselben) als isolieren- 
der Film unter Verwendung des CVD-Verfahrens aus- 
gebildet. Der Oxidfilm 3-18 dient dazu. die Stapelkon- 
densatoren 3-21 gegeniiber einer darauf ausgebildeten 
Metallverdrahiung zu isolieren. 65 

Obwohl nichi dargestellt, werden dann zusatzliche 
Kontaktlocher an geeigneten Posiiionen ausgebildet. 
Auch wird eine Metallverdrahiung zum AnschlieOen 



von Schaltungen auf die Siapelkondensatoren durch 
Sputtern oder ein CVD- Verfahren aufgebracht und un- 
ter Verwendung des anisotropen Trockenatzverfahrens 
gemustert. Dabei wird im Fall des .Verwendens einer 
doppelten Metallverdrahiung ein anschlieQender Pro- 
zeB ausgefuhrt, wie er zum Ausbilden einer solchen 
doppelten Metallverdrahiung erforderlich ist. So wer- 
den alle Prozesse abgeschlossen. 

Mehrere andere Prozesse. wie Lithographic, Reini- 
gen und andere Hilfsprozesse zum Verbessern der Ge- 
nauigkeit und Einfachheil beim Ausfuhren der Grund- 
prozesse, werden zusaizlich wahrend des Ausfiihrens 
derGrundprozesse ausgefuhrt. 

Die Speicherzelle mit der oben angegebenen Struk- 
tur des Stapelkondensaiors ist sehr vorteiihafi dahinge- 
hend. daB sie die FlSche des Kondensaiors dadurch er- 
weileri, daB die erste Elektrode jedes Stapelkondensa- 
iors selbst uberjedem zweiten Kontaktloch liegen kann, 
das jede Bitleitung und den zweiten Diffusionsbereich 
des enisprechenden Schalitransistors verbindel, da der 
Stapelkondensator nach dem Ausbilden sowohl der Bit- 
leitungen als auch der Wortleitungen hergestellt wird. 
DemgemaB konnen Speicherzellen mit dieser verbes- 
serten Sirukiur der Siapelkondensatoren mit Vorieil bei 
16-Megabit-DRAMS oder DRAMs noch hoherer Dich- 
te verwendei werden. 

In Fig. 6 entspricht der rechteckige Bereich "3-22" 
dem Bereich einer Speicherzelle. Nun werden wesenili- 
che Elemente der Speicherzelle in Verbindung mit 
Fig. 8 beschrieben, die eine vergroBene Darsiellung ei- 
nes Teiis der Speicherzelle ist. 

Unierhalb der Speicherelekirode 3-15 des Stapelkon- 
densaiors 3-21 ist das erste Kontaktloch 3-19 angeord- 
net. das die Elektrode mit dem ersten Fremdsioffdiffu- 
sionsbereich 3-14 des Schalitransistors verbindet, Ande- 
rerseiis ist das zweite Kontaktloch 3-20. das die Bitlei- 
tung 3-10 mil dem zweiten Storsioffdiffusionsbereich 
3-9 des Schalitransistors verbindel, an der unteren lin- 
ken Seiie des rechteckigen Bereichs 3-22 angeordnet. 
Zwischen dem ersten Kontaktloch 3-19 und dem zwei- 
ten Kontaktloch 3-20 ist die als Gate des Schalitransi- 
stors wirkende Wortleitung 3-6 vertikal angeordnet- In 
diesem Fall sollie die Wortleitung 3-9 sowohl vom er- 
sten als auch vom zweiten Kontaktloch 3-19, 3-20 um 
einen geeigneten Absiand enifernt sein. um das Aufire- 
len elektrischer KurzschlUsse dazwischen zu verhin- 
dern. Die Wortleitung 3-6 mufl geeignet gebogen sein, 
damit sie innerhalb des begrenzten rechteckigen Be- 
reichs unter Einhalien der Bedingung angeordnet wer- 
den kann. daB der geeignete Abstand aufrechterhalten 
wird. Andererseits ist die zum Eingeben und Ausgeben 
in der Speicherzelle zu speichernde Information ver- 
wendete Bitleitung 3-10 rechiwinklig zur Wortleitung 
3-6 angeordnet. DemgemaB sind die gesamten aktiven 
Bereiche 3-3, in denen drei Bereiche des Schalitransi- 
stors. d. h. der erste Fremdstoffdiffusionsbereich 3-14, 
der kanalbildende Bereich 3-23 und der zweite Fremd- 
stoffdiffusionsbereich 3-9. angeschlossen sind, schrag in 
bezug auf die Bitleitung 3-10 und die Wortleitung 3-6 
angeordnet. Es besteht kein Erfordernis dafur, daB die 
drei Bereiche in den aktiven Bereichen entlang einer 
Linie angeordnet sind. Es ist eine Anordnung mit ge- 
krummier oder gebogener Form moglich, um eine Pro- 
zeBioleranz zu erzielen. 

Im allgemeinen ist in alien Fallen mit einer Siruktur 
mit gefalieien Bitleitungen eine andere V/ortleitung 3-6 
an der rechten Seite des ersten Kontaktlochs 3-19 inner- 
halb des rechteckigen Bereichs 3-22 parallel zur linken 
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Wortleitung 3-6 angeordnet, wobei ein geeigneter Ab- 
stand vom ersten Kontakiloch 3-19 eingehaken wird. 
Die rechte Wortleitung 3-6 isi nicht direkt mit der Spei- 
cherzelle verbunden. 

Die Positionen der zwei Wortleitungen 3-6 sollten so 
bestimmt sein, daB sie einen geeigneten Abstand von 
anderen Wortleitungen in benachbarten Speicherzellen 
einhalten, die links und rechts vom rechteckigen Bereich 
,3-22 anzuordnen sind. Auch mussen sie so positioniert 
werden, daB sie genau mit Wortleitungen in benachbar- 
ten Speicherzellen verbunden werden konnen, die iiber 
und unter dem rechteckigen Bereich 3-22 anzuordnen 
sind. Andererseits ist eine benachbarte, mit der Spef- 
cherzelle iiber dem rechteckigen Bereich 3-22 verbun- 
dene Bitleitung parallel zur Bitleitung 3-10 im rechtecki- 
gen Bereich 3-22 angeordnet. Sowohl die ersiere als 
auch die letztere Bitleitung sollten so angeordnet sein. 
daB sie einen geeigneten Abstand vom ersten Kontakt- 
loch 3-19 einhalten. 

Wenn den oben genannten verschiedenen Anord- 
nungsbedingungen und dem Layout von Fig. 8 Auf- 
merksamkeit geschenkt wird, um eine opiimale Anord- 
nung einer Speicherzelle zu erhalten, stellt sich heraus, 
dafi die in Fig. 6 dargestellte Anordnung einer Speicher- 
zelle folgenden Beschrankungen unterliegt: 

Erstens weist das zweite Kontaktloch 3-20 fur die 
Bitleitung 3-10 keine ausreichende GroBe auf, da die 
Liicke zwischen benachbarten Wortleitungen, in der die 
zweiten Kontaktlocher 3-20 angeordnet sind, schmal ist. 
Dies kann zu einer Beschrankung der Leistungsfahig- 
keit Oder zu einer Beschrankung beim Erzielen einer 
hohen Ausbeute fiihren. 

Zweitens ist» da ein selbstausrichtendes Atzverfahren 
unter Verwendung eines Wortleitungsseitenwall-Aus- 
bildungsprozesses im Fall des Ausbildens des zweiten 
Kontaktlochs 3-20 fiir die Bitleitung 3-10 verwendet 
wird, der Abstand zwischen der anschlieBend ausgebil- 
deten Bitleitung 3-10 und der Wortleitung 3-6 sehr klein. 
Im Ergebnis wird die Kapazitat der Bitleitung 3-10 rela- 
tiv groB. wodurch der Betrieb des Datenauslesens nega- 
liv beeinfluBt wird. 

Drittens ist es, da der kanalbildende Bereich 3-23 des 
Schalttransistors einen Winkel von 45° in bezug auf die 
Wortleitung 3-6 {d. h. das Gate) bildet, schwierig, dessen 
Charakteristik durch ein Modell zu bestimmen. Wenn 
die Anordnung des Gates und der aktiven Bereiche ge- 
anderi wird, kann die Transistorcharakteristik beein- 
fluBt werden. 

Wenn diese Beschrankungen berucksichtigt werden, 
scheint eine andere Speicherzellenanordnung gemafl 
dem Layout von Fig. 9 einen Vorteil dahingehend auf- 
zuweisen. daB die vorstehend dargelegten Beschran- 
kungen durch diese Anordnung beseitigt sind. Das Lay- 
out ist im US-Patent 5,014,103 beschrieben. 

Fig. 9 zeigt ein Layout, bei dem vier Speicherzellen 
angeordnet sind. In Fig. 9 bezeichnet das Bezugszeichen 
AR aktive Bereiche, AR' den gebogenen Bereich jedes 
aktiven Bereichs AR, WL Wortleitungen, BH Bitlei- 
tungskontaktlocher, BL Bitleitungen, SH Speicherelek- 
trodenkontaktlocher SE Speicherelektroden, 7J den ge- 
bogenen Abschniti jeder Wortleitung. Cbh die Mitte 
jedes Bitleitungskontaktlochs und Csh die Mitte jedes 
Speicherelektrodenkontaktlochs. 

Wie in Fig. 9 dargestellt. ist der gebogene Abschnitt 
AR' jedes aktiven Bereichs AR unter der zugehorigen 
Wortleitung WL angeordnet. Der gebogene Abschnitt 
Z' jeder Wortleitung WL, die die Bitleitungen BL 
kreuzt. ist gekriimmt. Eine imaginare Linie, die die Mitte 
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Cbh jedes Bitleitungskontaktlochs BH und die Mitte 
Csh des entsprechenden Speicherelektrodenkontakt- 
lochs SH verbindet, steht senkrecht auf dem gekrximm- 
ten Abschnitt 2T jeder Wortleitung WL. Alle Speicher- 
5 zellenmuster konnerrdadurch ausgebildet werden, daB 
das in Fig. 9 dargestellte Layout wiederholt angeordnet 
wird. 

In den beiden in den Fig. 6 und 9 dargestellten Zelle- 
nanordnungen sollten jedoch die Mitten der Bitleitungs- 
10 kontaktlocher 3-20 und BH den unteren' linken Eck- 
punkten PI der rechteckigen Bereiche 3-22 bzw. 5-1 
entsprechen. Dieser Grund kann leicht eingesehen wer- 
den, wenn die Anordnung der Speicherzellen vorne, hin- 
ten, links und rechts bei einem Speicherarray beriick- 
15 sichtigt wird. 

Diese Technik hat jedoch eine Beschrankung betref- 
fend effekiives Anordnung von Speicherzellen, wie in 
Fig. 10, was beschrieben wird- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen dy- 
20 namischen RAM mit verbessertem Layout anzugeben, 
das dazu in der Lage ist, den Integrationsgrad dadurch 
zu erhohen, da B wesentliche Teile wirkun^svoll inner - 
hal b einer begrenzten Flache angeordnet werde n. 

Uiese Aufgabe wird durch die DRAMs mit den Merk- 
25 malen der unabhangigen Anspruche 1 und 1 1 gelost. 

Eine andere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah- 
ren zum Anordnen der Speicherzellen eines DRAM an- 
zugeben. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist durch die Merk- 
30 male von Anspruch 24 gegeben. 

Weitere Aufgabe und Erscheinungsformen der Erfin- 
dung gehen aus der folgenden Beschreibung von Aus- 
fiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefiig- 
ten Zeichnungen hervor. 
35 Fig. 1 ist eine Layoutdarsteilung. die eine Anordnung 
von Speicherzellen gemaB einem Ausfiihrungsbeispiel 
der Erfindung veranschaulicht; 

Fig. 2 ist eine Ansicht, die einen Teil des in Fig. I 
dargestellten DRAM veranschaulicht; 
40 Fig. 3 ist eine Layoutansicht, die einen Teil eines 
DRAM gemaB einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung veranschaulicht, bei dem die Breite jedes ak- 
tiven Bereichs vergroBert ist; 

Fig. 4 ist eine Layoutansicht, die einen Teil eines 
45 DRAM gemaB einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung veranschaulicht, bei dem die Lange jedes Bit- 
leitungskontaktlochs vergroBert ist; 

Fig. 5 ist ein Querschnitt durch eine herkommliche 
Struktur eines DRAM mit Stapelkondensatoren; 
50 Fig. 6 ist eine Layoutansicht eines DRAM mit einer 
Struktur mit gefalteter Bitleitung gemaB dem Stand der 
Technik. bei dem jeder Speicherzellenkondensator uber 
jeder entsprechenden Bitleitung angeordnet ist; 

Fig. 7 A bis 71 sind Querschnitte, die ein Verfahren 
55 zum Herstellen des DRAM mit dem in Fig. 6 dargestell- 
ten Layout veranschaulichen; 

Fig. 8 ist eine vergroBerie Ansicht eines Teils des in 
Fig. 6 gezeigten DRAM; 

Fig. 9 ist eine Layoutansicht eines DRAM mit gefalte- 
60 ter Biileitungssiruktur gemaB einem anderen Stand der 
Technik, bei dem jeder Speicherzellenkondensator iiber 
jeder zugehorigen Bitleitung angeordnet ist; 

Fig. 10(A) ist eine Ansicht zum Erlauiern eines her- 
kommlichen Verfahrens zum Anordnen von Speicher- 
65 zellen;und 

Fig- 10(B) ist eine Ansicht zum Erlautern eines Ver- 
fahrens von Speicherzellen gemaB der Erfindung. 
Y^Fig. lOA zeigt, wie in den Fig. 6 und 9 dargestellte 
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Speicherzellen in einem Speicherarray zusammenge- 
fugt sind. Ein Bezugszeichen 6-1 kennzeichnet einen 
dem rechteckigen Bereich 3-22 yon Fig. 6 oder dem 
rechteckigen Bereich 5-1 von Fig.^entsprechenden Be- 
reich. Der Buchstabe F im rechteckigen Bereich 6-1 5 
kennzeichnet die Grundausrichtung des Musters. Das 
im rechteckigen Bereich 6-2 dargestellte, als invertieries 
F ausgebildeie Zeichen " bedeutet, daB der rechtecki- 
ge Bereich 6-2 ein symmetrisches Spiegelbild des recht- 
eckigen Bereichs 6-1 in bezug auf eine lange Kante des- 10 
selbeji ist. Ahnlich bedeutet das im rechteckigen Bereich 
.6-3 seitlich gegenuber dem Bild des rechteckigen Be- 
reichs 6-1 invertierte Zeichen " " daB der rechteckige 
Bereich 6-3 ein symmetrisches Spiegelbild des rechtek- 
kigen Bereichs 6-1 in bezug auf eine kurze Kante dessel- 15 
ben ist. Schliefllich bedeutet der im rechteckigen Be- 
reich 6-4 und seitlich gegenuber dem Bild des rechtecki- 
gen Bereichs 6-2 invertierte Zeichen " daB der recht- 
eckige Bereich 6-4 ein symmetrisches Spiegelbild des 
rechteckigen Bereichs 6-2 in bezug auf eine kurze Kante 20 
desselben ist.^ 

Bei der in Fig. lOA dargesieliten Anordnung kann die 
Verbindung zwischen benachbarten Speicherzellen 
dann erzielt werden, wenn die Mitte des zweiien Kon- 
taktlochs fur eine Bitleitung 8-3 am Eckpunkt 6-5 eines 25 
rechteckigen Bereichs angeordnet ist. Falle der Erfin- 
dung, wie sie in den Fig. 1 und 2 dargestellt sind, konnen 
jedoch den Anordnungsbeschrankungen von Fig. 8 ge- 
niigen. ohne daB das Erfordernis dafiir besteht, daB die 
Mitte des zweiten Kontaktlochs fur die Bitleitung 8-3 im 30 
Eckpunkt 6-5 des rechteckigen Bereichs angeordnet ist. 
was im Gegensatz zum Erfordernis fiir die Layouts der 
Fig. 6 und 9 steht. 

Fig. 2 zeigt das Konzept der Erfindung dahingehend 
deutlich. daB zwei symmetrische Grundspeicherzellen 35 
das zweite Kontakdoch 8-4 fur die Bitleitung 8-3 ge- 
meinsam haben. Die erfindungsgemaBe Anordnung von 
Speicherzellenelementen wird nun im einzelnen unter 
Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben. Zunachst ist die 
Mittellinie 8-17 der Bitleitung 8-3 an den unteren Kan- 40 
ten der zwei rechteckigen Bereiche 8-9 und 8-18 ange- 
ordnet, die seitlich nebeneinander angeordnet sind. Da- 
bei besteht kein Erfordernis dafiir, daB die Mitte des 
Bitleitungskontaktlochs 8-4 auf der Mittellinie 8-17 der 
Bitleitung 8-3 angeordnet ist. Die Mitte des Bitleitungs- 45 
kontaktlochs 8-4 kann so angeordnet sein. daB sie von 
der Mittellinie 8-17 der Bitleitung 8-3 um einen be- 
stimmien Abstand a entfernt ist. In diesem Fall benotigt 
die Bitleitung 8-3 jedoch einen Vorsprung 8-12, damit sie 
das zweite Kontaktloch 8-4 voll abdeckt. Obwohl der 50 
Abstand b zwischen dem Vorsprung 8-12 und der be- ■ 
nachbarten Bitleitung 8-19 kleiner ist als der Abstand c 
zwischen dem Abschnitt der Bitleitung 8-3 an anderen 
Stellen als dem Vorsprung 8-12 und der benachbarten 
Bitleitung 8-19. kann diese Strukiur bei tatsachlichen 55 
Anwendungen nicht zu einem KurzschluBproblem fiih- 
ren. Selbst wenn bei der Strukiur die Moglichkeit be- 
steht, daB sie zu einem Problem fiihrt. kann dieses ein- 
fach dadurch umgangen werden. daB die benachbarte 
Bitleitung 8-19 so ausgebildet wird, daB ihr unterer Ab- eo 
schniit leichi so gekriimmt ist, daB sie einen gekrumm- 
len Abschnitt 8-1 aufweist. der dem Vorsprung 8-12 zu- 
gewandi ist. 

Wie in Fig. 12 dargestellt, sind zwei benachbarte akii- 
ve Bereiche in funf Bereiche 8-6, 8-7, 8-8. 8-10 und 8-1 1 65 
unterteilt, und sie k6nnen infolge ihrer zusammenge- 
setzten Form als Speicherzellen vom *'Seemovenflugel- 
typ" bezeichnet werden. Der dem Korper einer Seemo- 



ve enisprechende aktive Bereich 8-8 ist so ausgebildet. 
dafl er im wesentlichen das zweite Kontaktloch 8-4 
uberdecki. In aktiven Bereichen 8-7 und 8-10, die den 
Innenfliigelbereichen einer Seemove entsprechen. sind 
jeweils kanalbildende Bereiche von Schalttransistoren 
ausgebildet. Jeder kanalbildende Bereich ist mil einem 
vorgegebenen Winkel schrag in bezug auf die Wortlei- 
tung 8-5 ausgebildet. GemaB der Erfahrung ist es am 
vorteilhaftesten, daB der Winkel derart bestimmt wird, 
daB der kanalausbildende Bereich parallel zu einer dia- 
gonalen Linie verlauft. die zwei Eckpunkte 8-13 und 
8-14 des rechteckigen Bereichs 8-9 miteinander verbin- 
det. Bei tatsachlichen Anwendungen liegt der Winkel in 
der GroBenordnung von 30*'. Zwei Wortleitungen 8-5 
und 8-15, die so angeordnet sind, daB sie die in Verbin- 
dung mit Fig. 8 erlauterten Anordnungsbegrenzungen 
berucksichtigen, sind mit ihren in Fig. 2 dargestellten. 
vorbestimmten Abschniiten so gebogen, daB sie vom 
ersten Kontaktloch 8-2, das daneben ausgebildet ist, ma- 
ximalen Abstand einhalten. Aus demselben Grund ist 
auch die Breite des Wortleitungsabschnitts 8-16 variiert. 
Jede Wortleitung behalt im kanalausbildenden Bereich 
eine vorbestimmte Breite bei, um eine Ausschaltcharak- 
teristik beizubehalten. Anders gesagt, weist z. B. im 
Wortleitungsbereich 8-16 die Wortleitung die durch den 
ProzeB eriaubie Minimalbreite auf, um den Abstand 
zum benachbarten ersten Kontaktloch 8-2 zu vergro- 
Bern. 

In der Vergangenheit wurde ein ProzeB zum Abknik- 
ken Oder Verbiegen der Wortleitungen 8-5 und 8-15 und 
zum Verandern der Breite derselben wegen einer Erho- 
hung der Datenmenge beim Erstellen einer Photoplatie 
als unerwunscht angesehen. Jedoch bestehen hier keine 
Schwierigkeiten, da bei Speicherzellen ein kleiner Block 
Daten verarbeitet und wiederholt verwendet werden 
kann. Auch besteht keine Schwierigkeit beim Herstellen 
einer Photoplatte unter Verwendung von Elekironen- 
strahlanlagen. 

An den Oberkanten der rechteckigen Bereiche 8-9 
und 8-18 der, Grundspeicherzellen ist eine Bitleitung ei- 
ner benachbarten Speicherzelle angeordnet. Demge- 
maB ist die Position des ersten Kontaktlochs 8-2 fur den 
ersten Diffusionsbereich so bestimmt, daB das erste 
Kontaktloch 8-2 von alien Wortleitungen 8-5 und 8-15, 
die zu beiden Seiten angeordnet sind. und von den uber 
und unter dem ersten Kontaktloch 8-2 angeordneten 
Bitleitungen 8-19 und 8-3 einen gleichen Abstand ein- 
halt. Die Form des ersten Diffusionsbereichs in den au- 
fleren Fliigelbereichen 8-6 und 8-11. die den beiden En- 
den der Seemove entsprechen, sollte so entworfen sein, 
daB der erste Diffusionsbereich das erste Kontaktloch 
gut abdeckt und einen geeigneten Abstand zum benach- 
barten aktiven Bereich einhait. 

Die Fig. I und 2 veranschaulichen ein Ausfiihrungs- 
beispiel der Erfindung. Es konnen auch andere Formen 
ausgefuhrt werden. Z. B. konnen Formen realisiert wer- 
den. die dadurch erhalten werden, daB die Formen von 
Fig. 2 veriikal umgekehrt werden. 

In Fig. lOB ist ein Verfahren zum erfindungsgemaBen j 
Anordnen von Speicherzellen in einem Speicherarray \l/ 
dargestellt. In diesem Fall werden nur seitlich symme - 
trische Muster von Grundspeicherzellen verwendet. im 
Gegensatz zum Fall von Fig. IDA. Ein anderes Ausfuh- 
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, das dieses 
Verfahren in der Praxis nuizi, ist in Fig. 1 dargestellt. 
Fig. 1 zeigt ein Beispiel, wie die Mbglichkeii eines Kurz- 
schlusses durch Abbiegen der neben der Bitleitung 8-3 
liegenden und dem Vorsprung 8-12 in der Nahe des 
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zwfiiten Kontaktlochs 8-4 fur die Bitleitung 8-3 zuge- 
wandten Bitleitung 8-19 beseitigt werden kann. GemaB 
diesem Ausfuhrungsbeispiel isi das erste Kontaktlpch 
8-2 fur den ersten Diffusionsbereich nicht an einer ima- 
ginaren Linie 7-1 angeordnet, die das zweite Koniakt- 5 
loch fur zwei benachbarie Bitleitungen miteinander ver- 
bindet, die diagonal zu den beiden Seiten des ersien 
Kontaktlochs 8-2 angeordnet sind. Durch diese Anord- 
nung weist die Erfindung ein Konzept auf, das sich von 
denen der Fig. 6 und 9 unterscheidet. Durch Verwenden 10 
dieser Anordnung ist es moglich, die GroBe der zweiten 
Koniaktlocher auszuweiten, wie dies in Fig. 4 darge- 
stelltist. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 3 kann festgestellt wer- 
den, dafi dann. wenn es erforderlich ist, die Breite jedes 15 
Seemovenflugels unabhangig vom Abstand zwischen 
jedem Seemovenflugei und dem benachbarten aktiven 
Bereich vergroBert werden kann, wie in den Bereichen 
8-7 und 8-10. Dies kann in den Fallen der Fig. 6 und 9 
ebenfalls nicht erwartet werden. 20 

Wie es aus der obigen Beschreibung ersichtlich ist, 
verschafft die Erfindung die Moglichkeit, daB Kurz- 
schlusse vermieden werden und Speicherzellen hoch in- 
tegriert werden konnen. 

25 

Patentanspruche 

I . D RAM, gekennzeichnet durch 

— ein Halbleitersubstrat mit mehreren aktiven 
Bereichen (8-7. 8-10). die jeweils in jeder Spei- 30 
cherzelle angeordnet sind und einen ersten 
Fremdstoffdiffusionsbereich, einen zweiten 
Fremdstoffdiffusionsbereich fur zwei benach- 
barte Speicherzellen gemeinsam und einen 
zwischen dem ersten und dem zweiten Fremd- 35 
sioffdiffusionsbereich angeordneten, kanalbil- 
denden Bereich aufweisen, wobei die ersten 
Fremdstoffdiffusionsbereiche benachbarter 
akiiver Bereiche jeweils an Positionen ange- 
ordnet sind, die symmetrisch zum gemeinsa- 40 
men zweiten Fremdstoffdiffusionsbereich lie- 
gen: 

— mehrere gleichmaBig voneinander beab- 
standete Wortleitungen (8-16). die auf dem 
Halbleitersubstrat ausgebildet sind, wobei je- 45 
de Wortleitung sich schrag in bezug auf jedeh 
kanalbildenden Bereich jedes entsprechenden 
aktiven Bereichs erstreckt; 

— mehrere gleichmaBig beabstandete Bitlei- 
tungen (8-3), die auf dem Halbleitersubstrat 50 
ausgebildet sind und sich rechtwinklig zu den 
Wortleitungen erstrecken, wobei jede der Bit- 
leitungen eine Mittellinie aufweist, die sich 
schrag in bezug auf den kanalbildenden Be- 
reich jedes entsprechenden aktiven Bereichs 55 
erstreckt: 

— mehrere Kondensatoren, von denen jeder 
in Langsrichtung zwischen benachbarten Bit- 
leitungen und seitlich zwischen zwei benach- 
barten Wortleitungen angeordnet ist: und eo 

— eine isolierende Schicht mit ersten IContakt- 
lochern (8-2) zum AnschlieBen der ersten 
Fremdstoffdiffusionsbereiche an die jeweili- 
gen Kondensatoren, und zweiten Kontaktlo- 
chern (8-4) zum AnschlieBen der zweiten es 
Fremdstoffdiffusionsbereiche an die entspre- 
chenden Bitleitungen, wobei jedes der zweiten 
Kontaktlocher zwischen jeweiligen ersten 
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Koniaktlochern zweier benachbarter Spei- 
cherzellen (8-9. 8-18) so angeordnet ist, daB 
eine imaginare Linie. die sie verbindet. eine 
Linie isi, die abweichend von einer geraden 
Linie unter einem vorgegebenen Winkel abge- 
bogen ist. 

2. DRAM nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB zwei benachbarte aktive Bereiche (8-7. 
8-10) zusammen Seemovenfliigelform aufweisen. 
mit einem Korper (8-8), der dem zweiten Fremd- 
stoffdiffusionsbereich entspricht, der den zwei be- 
nachbarten aktiven Bereichen gemeinsam ist, mit 
inneren Flugelabschnitten (8-7, 8-10), die jeweils 
den kanalbildenden Bereichen der zwei benachbar- 
ten aktiven Bereiche entsprechen, und mit auBeren 
Flugelabschnitten (8-6, 8-1 1), die jeweils dem ersten 
Fremdstoffdiffusionsbereich der zwei benachbar- 
ten aktiven Bereiche entsprechen. 

3. DRAM nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB jeder erste jedem auBeren Flugelabschnitt 
(8-6, 8-11) des Seemovenflugels e'ntsprechende er- 
ste Fremdstoffdiffusionsbereich eine schrage obere 
Kante aufweist, die den ihm benachbarten zwei be- 
nachbarten aktiven Bereichen zugewandt ist und 
unregelmaQige Breite in solcher Weise aufweist, 
daO der erste Fremdstoffdiffusionsbereich von den 
zwei anderen ihm und einander benachbarten Be- 
reichen einen vorgegebenen Abstand einhalt. 

4. DRAM nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Korper (8-8), die inneren Flugelab- 
schnitte (8-7, 8-10) und die auBeren Fliigelabschnit- 
te (8-6, 8-11) des Seemovenflugels jeweils unter- 
schiedliche Breite aufweisen. 

5. DRAM nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Ende jedes auBeren Flugelabschnitts 
(8-6, 8-1 1) mit ungleichformiger Breite jeweils ober- 
halb der zugehorigen Bitleitung (8-3) angeordnet 
ist. 

6. DRAM nach Anspruch 3. dadurch gekennzeich- 
net. daB jeder auBere Flugelabschnitt (8-6, 8-11) 
eine sich schrag zur Mittellinie der Bitleitung (8-3) 
erstreckende obere Kante und eine sich parallel zu 
dieser Mittellinie erstreckende untere Kante auf- 
weist. 

7. DRAM nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Erstreckungsrichtung der oberen Kan- 
te jedes auBeren Flugelabschnitts (8-6, 8-10) derje- 
nigen des entsprechenden kanalbildenden Bereichs 
entgegengesetzt ist. 

8. DRAM nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB die Mitte jedes zweiten Kontaktlochs (8-4) 
auf der Mittellinie der entsprechenden Bitleitung 
(8-3) und die Mitte jedes ersten Kontaktlochs (8-2) 
in der Mitte des zugehorigen Kondensators ange- 
ordnet ist, und die GroBe jedes ersten Kontakt- 
lochs so bestimmt ist, daB es von den beiden Wort- 
leitungen (8-16) und den zwei benachbart angeord- 
neten Bitleitungen (8-3) einen vorgegebenen Ab- 
stand einhalt. 

9. DRAM nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Linie, die die Mitte jedes ersten Kon- 
taktlochs (8-2) und die Mitte jedes zugehorigen 
zweiten Kontaktlochs (8-4) miteinander verbindet, 
eine "V"-f6rmige Biegung mit einem vorgegebenen 
Winkel aufweist. 

10. DRAM nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB sich jeder kanalbildende Bereich (8-7, 8-10) 
unter etwa 30° schrag zur zugehorigen Bitleitung 
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(8-3) und unier etwa 60" zur zugehorigen Worilei- 
tung (8- ] 6) ersireckt. 

1 1. DRAM, gekennzeichnet durch: 

— mehrere aktive Bereiche (8-7, 8-10). die Je- 
wells in jeder Speicherzelle (8-9. 8-18) ange- 5 
ordnet sind und einen ersten Fremdstoffdiffu- 
sionsbereich (8-6, 8-1 1), einen zwei benachbar- 
ten Speicherzellen gemeinsamen zweiten 
Fremdstoffdiffusionsbereich (8-8) und einen 
kanalbildenden Bereich (8-7, 8-10) aufweisen, 10 
der zwischen jeweils einem ersten und zweiten 
Fremdstoffdiffusionsbereich ausgebildet ist 

• und sich schrag zu einer als Gate wirkenden 
Wortieitung (8-16) und einer benachbart ange- 
ordneten Biileitung (8-3) erstrecki, wobei die 15 
ersten Fremdstoffdiffusionsbereiche der zwei 
benachbarten aktiven Bereiche an Positionen 
angeordnet sind, die jeweils synwnetrisch zum 
gemeinsamen zweiten Fremdstoffdiffusions- 
bereich liegen; 20 

— mehrere Bitleitungen (8-3). die rechtwinklig 
zu den Wortleitungen (8-16) stehen und jeweils 
einen Vorsprung (8-12) aufweisen, der sich 
vom Haupiabschnitt derselben in einer der Er- 
streckungsrichtung der Wortieitung entspre- 25 
chenden Richtung erstreckt, wobei der Ort des 
Vorsprungs im zugehorigen zweiten Fremd- 
stoffdiffusionsbereich zwischen den jeweiligen 
kanalbildenden Bereichen der zwei benach- 
barten Speicherzellen liegt, und in einem ge- 30 
wunschten Bereich ein abgebogener Abschnitt 

so ausgebildet ist. daB er die Bitleitung vom 
Vorsprung der benachbarten Bitleitung beab- 
standet hah, urn dadurch zu verhindern, daB 
ein KurzschluB zwischen den zwei Bitleitun- 35 
gen auftritt; 

— mehrere Kondensatoren, von denen jeder 
kurze. sich zwischen zwei benachbarten Bitlei- 
tungen erstreckende Kanten und lange, sich 
zwischen zwei benachbarten Wortleitungen 40 
erstreckende Kanten aufweist, wobei die unte- 

re der langen Kanten entlang der Hauptab- 
schniiiskante der entsprechenden Bitleitung 
angeordnet isi, von der ausgehend sich der 
Vorsprung erstreckt; und 45 

— mehrere Wortleitungen (8-16), von denen 
jede in einem gewiinschten Bereich einen ab- 
gebogenen Abschnitt aufweist. der so ausge- 
bildet ist, daB er die Wortieitung von einem 
ersten Kontaktloch (8-2) zum elektrischen 50 
Verbinden jedes ersten Fremdstoffdiffusions- 
bereichs mit jedem entsprechenden Konden- 
sator beabstandet halt, um dadurch einen 
KurzschluB zu vermeiden, der dazwischen auf- 
treten konnte. 55 

12. DRAM nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite Fremdstoffdiffusionsbe- 
reich (8-8) und das zweite Kontaktloch (8-4) in ei- 
nem Abschnitt der zugehorigen Bitleitung (8-3) an- 
geordnet sind, in dem der Vorsprung (8-12) vorhan- go 
den ist. 

13- DRAM nach Anspruch 12. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mitte des zweiten Kontakilochs 
(8-4) entlang der Mittellinie der Breite des Vor- • 
sprungs (8-12) verschiebbar ist, wobei die Richtung es 
der Mittellinie dieselbe ist wie die Richtung des 
Vorsprungs und daB die Mittellinie rechtwinklig 
zur Mittellinie des Hauptabschnitts der Bitleitung 
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, (8-3) steht. 

14. DRAM nach Anspruch U, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Form des ersten Kontaktlochs 
(8-2) derjenigen des Kondensators ahnlich ist und 
die Form des zweiten Kontaktlochs (8-4) nahe- 
rungsweise mil derjenigen des Bitleitungsvor- 
sprungs (8-12) identisch ist. 

15. DRAM nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Form des ersten Kontaktlochs 
(8-2)-naherungsweise rechteckig ist und die Form 
des zweiten Kontaktlochs (8-4) naherungsweise 
kreisformig ist. 

16. DRAM nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Fremdstoffdiffusionsbereich 
(8-6. 8-11). der zweite Fremdstoffdiffusionsbereich 
(8-8) und die kanalbildenden Bereiche (8-7, 8-10), 
die einen aktiven Bereich bilden, nicht in einer Linie 
angeordnet sind, um eine ProzeBtoleranz zu erhal- 
ten. 

17. DRAM- nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich der kanalbildende Bereich (8-7, 
8-10) unter etwa 30*" schrag zur zugehorigen Bitlei- 
tung (8-3) und unter etwa 60*^ schrag zur zugehori- 
gen Wortieitung (8-16) erstreckt. 

18. DRAM nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Vorsprung (8-12) jeder Bitleitung 
(8-3) sich nicht iiber die Linie hinaus erstreckt, die 
die Mitten der ersten Kontaktlocher (8-2) zweier 
benachbarter Speicherzellen (8-9, 8-18) miteinan- 
der verbindet, die das zweite Kontaktloch (8-4) ge- 
meinsam haben. 

19. DRAM nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl jede Wortieitung in ihrem Abschnitt 
gleichformige Breite aufweist, der in jedem zuge- 
horigen kanalbildenden Bereich (8-7, 8-10) zweier 
zugehoriger. symmetrisch zueinander angeordne- 
ter aktiver Bereiche vorhanden ist, um eine Aus- 
schaltcharakteristik beizubehalten, und daB sie in 
ihrem. dem ersten Fremdstoffdiffusionsbereich 
(8-6, 8-11) jeder benachbarten Speicherzelle 
nachstliegenden Abschnitt einen abgebogenen Ab- 
schnitt mit einer Breite aufweist, die sich so veran- 
dert, daB sie von den benachbarten aktiven Berei- 
chen der benachbarten Speicherzellen einen vorge- 
•gebenen Abstand einhalt. 

20. DRAM nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mitte des ersten Kontaktlochs 
(8-2) der Mitte des zugehorigen Kondensators ent- 
spricht. 

21. DRAM nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Richtung, unter der sich der kanal- 
bildende Bereich (8-7, 8-10) erstreckt, naherungs- 
weise parallel zu einer diagonalen Linie ist. die den 
unteren linken und den oberen rechten Eckpunkt 
einer zugehorigen Speicherzelle (8-9, 8-18) mitein- 
ander verbindet 

22. DRAM nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede Speicherzelle innerhalb eines 
rechteckigen Bereichs (8-9, 8-18) ausgebildet ist. der 
dadurch festgelegt ist, daB die Mitten der Unter- 
kanten von zwei zweiten diagonal nebeneinander 
liegenden Kontaktl6chern (8-4) miteinander ver- 
bunden werden. 

23. DRAM nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der abgebogene Abschnitt jeder Bit- 
leitung (8-3) eine dem oberen Abschnitt des Vor- 
sprungs (8-12) der benachbarten Bitleitung ahnli- 
che Form aufweist. 
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24. Verfahren zum Anordnen von Speicherzellen 
eines DRAM mit einem Halbieitersubstrat mit 
mehreren aktiven Bereichen, die jeweils in jeder 
Speicherzelle angeordnet sind einen ersten 
Fremdstoffdiffusionsbereich, einen zweiten Fremd- 5 
stoffdiffusionsbereich,der zwei benachbarten Spei- 
cherzellen gemeinsam ist, und einen zwischen dem 
ersten und dem zweiten Fremdstoffdiffusionsbe- 
reich angeordneten kanalbildenden Bereich auf- 
weisen, wobei die ersten Fremdstoffdiffusionsbe- 10 
reiche benachbarter aktiver Bereiche an Fositionen 
angeopdnet sind, die jeweils symmetrisch zum Zwei- 
ten Fremdstoffdiffusiqnsbereich liegen. mehreren 
gleichformig beabstandeten Wortleitungen, mehre- 
ren gleichformig beabstandeten Bitleitungen, die 15 
rechtwinklig zu den Wortleitungen stehen und je- 
weils einen Vorsprung aufweisen, mehreren Stapel- 
kondensatoren, die jeweils eine Speicherelektrode 
aufweisen, und einer isolierenden Schicht mit meh- 
reren ersten Kontaktlochern, von denen jedes die 20 
Speicherelektrode jedes Stapelkondensators und 
jeden zugehorigen ersten Fremdsioffdiffusionsbe- 
reich elektrisch anschlieBt, und mehreren zweiten 
Kontaktlochern, von denen jedes jede Bitleitung 
und jeden zugehorigen zweiten Fremdstoffdiffu- 25 
sionsbereich elektrisch anschlieBt; dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Verfahren folgende Schritte 
aufweist: 

— Auswahlen der Fositionen jedes Biilei- 
tungsvorsprungs als Position jedes zweiten 30 
Fremdstoffdiffusionsbereichs in jedem zuge- 
horigen aktiven Bereich; 

— Bestimmen der Position des ersten Fremd- 
stoffdiffusionsbereichs in einem von zwei be- 
nachbarten aktiven Bereichen in solcher Wei- 35 
se, daB sie einer von der Mittellinie jedes Bit- 
leitungsvorsprungs in Langsrichtung der Spei- 
cherzelle um eine vorgegebene Entfernung 
und einen vorgegebenen Winkel beabstande- 
ten Position entspricht; 40 

— Bestimmen der Position des ersten Fremd- 
stoffdiffusionsbereichs im anderen der zwei 
benachbarten aktiven Bereiche in solcher Wei- 
se. daB sie einer Position entspricht, die sym- 
metrisch zur Position des ersten Fremdstoff- 45 
diffusionsbereichs in bezug auf die Mittellinie 
jedes Bitleitungsvorsprungs liegt; 

— Bestimmen der Mitte jedes ersten Kontakt- 
lochs und der Mitte jedes zweiten Kontakt- 
lochs in solcher Weise, daB sie der Mitte jedes 50 
ersten Fremdstoffdiffusionsbereichs bzw. der 
Mitte jedes zweiten Fremdstoffdiffusionsbe- 
reichs entsprechen, und Bestimmen der GroBe 
jedes ersten Kontaktlochs und' der GroBe je- 
des entsprechenden zweiten Kontaktlochs in 55 
solcher Weise, daB die zwei Kontaktlocher 
von alien zu ihnen benachbart liegenden Wort- 
leitungen und Bitleitungen einen vorgegebe- 
nen Abstand einhalten; und 

— Bestimmen der Mitte des Stapelkondensa- eo 
tors in solcher Weise, daB sie der Mitte jedes 
entsprechenden ersten Kontaktlochs ent- 
spricht. um dadurch die Position jedes Stapel- 
kondensators in einem Bereich festzulegen, 
der durch zwei benachbarte Wortleitungen 65 
und zwei benachbarte Bitleitungen festgelegt 
wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, gekennzeichnet 
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durch einen Schritt des Anordnens jedes ersten 
Kontaktlochs in solcher Weise. daB seine Mitte 
nicht auf einer Linie angeordnet ist. die die Mitten 
von zwei zweiten Kontaktlochern miteinander ver- 
bindet, die diagonal zueinander benachbart ange- 
ordnet sind. 

26. Verfahren nach Anspruch 24, gekennzeichnet 
durch den weiteren Schritt des Anordnens des Vor- 
sprungs in solcher Weise, daB die Mitte des Bitlei- 
tungsabschnitts, von dem der Vorsprung vorsteht, 
an der vorsprungsseitigen Kante des Hauptab- 
schnitts der Bitleitung angeordnet ist. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, gekennzeichnet 
durch den weiteren Schritt des Anordnens des Vor- 
sprungs in solcher Weise, daB er sich nicht uber 
eine Linie hinaus erstreckt, die die Mitten erster 
Kontaktl6cher zweier benachbarter Speicherzellen 
miteinander verbindet. die in seitlicher Symmetrie 
zueinander angeordnet sind. 

28. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der vorgegebene Winkel etwa SC*. ist. 
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